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背景 GaN は Si より高い絶縁破壊電界と電子の飽和速度を有し，高耐圧かつ高速動作可能なパワ

ーデバイス材料として注目されている．GaN を用いた PIN ダイオードでは，順方向印加時に電界

発光(EL)が観測される1が，GaN 縦型デバイスにおいて，その発光スペクトルの起源および発光と

デバイス特性の関係は完全に明らかになっていない．そこで本研究では，縦型 GaN-PIN ダイオー

ドの順方向バイアス時におけるエミッション像観察から，発光機構解明と発光とデバイス特性と

の相関を明らかにすることを目的とする． 

実験方法 用いた試料は GaN-PIN ダイオードであり，転位密度 5×106 cm-2 の GaN 自立基板上に

MOCVD により，n 型 GaN を 1 μｍ (ドナー濃度 2×1016 cm-3)，p 型 GaN を 500 nm (アクセプタ濃

度 2×1017 cm-3)，p+-GaN 層を 40 nm 成長し，PIN 構造を作製した．ドライエッチングでメサ形状

とした後に電極を形成することで，裏面からの発光像観察が可能な PIN ダイオードを作製した．

裏面研磨を行った後，エミッション顕微鏡（PHEMOS-1000）にて順方向印加時のエミッション像

を観察した． 

結果と考察 図 1 に 2.5 V 印加時のエミッション像を示す．白丸は素子端部，白破線は電極端部を

表す．図 1 におけるエミッション像より，閾値電圧以下の順方向バイアス下で，スポット状に発

光パターンが観測されていることが分かる．このスポット状のパターンは，閾値電圧以上の EL 像

と一致する．閾値電圧以下の時の規格化 EL スペクトルを図 2 に示す．600 nm より長波のスペク

トルが現れており，EL 像観察の結果より，スポット状の発光が長波長の発光に起因することが示

唆された．講演では断面 EL，TEM 観察等による詳細な評価を行い，長波長の発光起源と順方向

リークの関係を明らかにする． 
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  Fig.1 Emission image    Fig.2 EL spectrum 
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